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본 , TFT  공  복 시키지 고 시    실 고, 게다가  치보다 비

감 시킬  는 치  공 다. 치는 에 , 에   공  어 는

TFT  갖는 가 치 어 고, 동 에 포  TFT  에   공  어 는 TFT는, 게

트 극과, 게 트 극상에  게 트 연막과, 게 트 연막  통  게 트 극과 겹쳐 는  1 도체막

과,  1 도체막상에     2 도체막  갖고, 상     2 도체막에는  도  

여 는  도 어 고,  1 도체막  미  도체  어 다.

  도
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특허청  

청  1 

 에  게 트 극과,

상  게 트 극 에  게 트 연막과,

상  게 트 연막  사 에 고 상  게 트 극 에  미  실리  루어진  1 

도체층과,

상   1 도체층 에   2 도체층과,

어도 상   1 도체층과    3 도체층  사 에, 상     3 도체층보다 낮  도

갖는 상   2 도체층  어 상   1 도체층 에 는, n  도  갖는 상     3

도체층과, 

상     3 도체층 에   1 도 층   2 도 층과,

상   1 도 층  상   2 도 층  에   극  비 고,

상     3 도체층  는 상     3 도체층  다   엣지  러싸도  

열 어 는 시 치.

청  2 

 에  게 트 극과,

상  게 트 극 에  게 트 연막과,

상  게 트 연막  사 에 고 상  게 트 극 에  미  실리  루어진  1 

도체층과,

상   1 도체층 에 어 , 층  능 는  2 도체층과,

어도 상   1 도체층과    3 도체층  사 에, 상   2 도체층  어 상   1 도체층

에 는, n  도  갖는 상     3 도체층과, 

상     3 도체층 에   1 도 층   2 도 층과,

상   1 도 층  상   2 도 층  에   극  비 고,

상     3 도체층  는 상     3 도체층  다   엣지  러싸도  

열 어 는 시 치.

청  3 

 에  게 트 극과,

상  게 트 극 에  게 트 연막과,

상  게 트 연막  사 에 고 상  게 트 극 에  미결  실리  루어진  1 도체층

과,

상   1 도체층 에   2 도체층과,

어도 상   1 도체층과    3 도체층  사 에, 상     3 도체층보다 낮  도

 갖는 상   2 도체층  어 상   1 도체층 에 는, n  도  갖는 상    

3 도체층과, 

상     3 도체층 에   1 도 층   2 도 층과,

상   1 도 층  상   2 도 층  에   극  비 고,
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상     3 도체층  는 상     3 도체층  다   엣지  러싸도  

열 어 는 시 치.

청  4 

 에  게 트 극과,

상  게 트 극 에  게 트 연막과,

상  게 트 연막  사 에 고 상  게 트 극 에  미결  실리  루어진  1 도체층

과,

상   1 도체층 에 어 , 층  능 는  2 도체층과,

어도 상   1 도체층과    3 도체층  사 에, 상   2 도체층  어 상   1 도체층

에 는, n  도  갖는 상     3 도체층과, 

상     3 도체층 에   1 도 층   2 도 층과,

상   1 도 층  상   2 도 층  에   극  비 고,

상     3 도체층  는 상     3 도체층  다   엣지  러싸도  

열 어 는 시 치.

청  5 

 1  내지  4   어느  에 어 ,

상     3 도체층 사 에 는 상   1 도체층  는 상   2 도체층  여 지 

 시 치.

청  6 

 1  내지  4   어느  에 어 ,

상   1 도체층  p  도   도 어 는 시 치.

청  7 

 1  내지  4   어느  에 어 ,

상   2 도체층  상     3 도체층과 같  도  갖는 시 치.

청  8 

 1  내지  4   어느  에 어 ,

상   2 도체층  도  여    도 어 지  시 치.

청  9 

 1  내지  4   어느  에 어 ,

상   2 도체층  미  실리  또는 비 질 실리  루어진 시 치.

청  10 

 1  내지  4   어느  에 어 ,

상     3 도체층  미  실리  또는 비 질 실리  루어진 시 치.

청  11 

 1  내지  4   어느  에 어 ,
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상  시 치가 치  시 치.

청  12 

 1  또는  2 에 어 ,

상   1 도체층  0.5 내지 20nm  결 립  루어진 시 치.

  

 상  

       

본 , 막트 지  동   에 사  치에  것 다.<1>

     경  

염가  리  사 여 는 도체 시 치는, 상도가 짐에 , 실 에 사 는 <2>

주변  역( 틀 역)  에 차지 는 비  여, 가 는 경  다. 그 에, 단

결  실리 웨  사 여  IC  리 에 실 는 식에는 계가 다고 생각 고 고, 

동  포 는 집   같  리 상에 체  는 ,  시   가 

시 고 다.

다결 도체막   막트 지 (다결  TFT)는, 비 질 도체막  사  TFT  비 여 동도가<3>

2 리  상 고, 도체 시 치   그 주변  동  동  상에 체    다고

는  가지고 다. 그러 , 비 질 도체막  사  경우  비 여, 도체막  결   공

 복 지  에, 그 만큼  감 여, 비  가 다고 는  다.

다결 도체막  에  사 고 는 어닐링  경우, 결  는   에 지<4>

도  보  다. 그 에, 빔   에 계가 고, 결  공 에  루  

시키거 , 빔  엣지 근 에 어  결 에 격차가 생 거   에,  치 에  생

고 다. 또 ,  에 지 체가 변동 는 것 , 도체막  결 에 격차가 생겨, 처리 에

어닐  균 게 는 것  어 다고 는  가지고 다.

그 지만, 비 질 도체막에  채 역   TFT  계 과 동도는 크 도 0.4∼0.8cm
2
/Vsec <5>

도 에 얻   없다. 그러므 , 에 칭  사  는 지만,  택   주사

동 , 그 택  에 비 신  공   신  동  등, 고 동  는 동

에는 지 다고 생각 다.

도체 치 에 도 특 , 티브매트릭  치  경우, 비 신   어 는 칭<6>

능 는 트 지 , 당 에   공  어   트 지  , 어도 2개  트 지

가 내에 치 다.  에   공  어   트 지 는, 칭  사

는 트 지  비 여, 보다  (ON)  얻   는 쪽  직 고,  치  경우,

에 도 보다 TFT  동도  상   과  어 다.

     내

        결 고 는 과

본  상   감 여, TFT  공  복 시키지 고 시    실 고, 게다가<7>

 치보다 비  감 시킬  는 치  공 는  그  다.

        과  결 단

본 , 비 질 도체막  에 결 립  산 도  재 고 는 미 (semiamorphous) 도체막<8>

 사 여, 막트 지 (TFT)  고, 당 TFT   또는 동 에 사 여 치  

다. 미  도체막  사  TFT는, 그 동도가 2∼10cm
2
/Vsec ,  비 질 도체막  사  TFT
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동도보다 2∼20  동도  가지고  에, 동   또는 체 ,  같  상에 

체    다.

그리고 미  도체막(미결  도체막) , 다결 도체막과 다 고, 미  도체막  직<9>

 상에 막   다. 체 는, SiH4  량비 2∼1000 , 직 게는 10∼100  여,

마 CVD  사 여 막   다. 상   사 여  미  도체막 , 0.5nm

∼20nm  결 립  비 질 도체 에 포 는 미결  도체막도 포 고 다. , 다결 도체막  사

는 경우  달리, 도체막  막 후에 결  공  지 다. 그리고,  사  결

 같 , 빔   에 계가  에,  치 에  생 지 는다. 또 , TFT 

에 어  공  삭감   어, 그 만큼 치   여, 비  감 시킬  다.

, 본 에 는, 미  도체막  어도 채 역에 사 여도 다. 또  채 역 ,<10>

그 막 께 에  체  미  도체  는 없고, 어도 에 미  도체  포

여도 다.

또 , 치는, 가  상태에 는 과, 당 에 트 러  포 는 IC 등  실<11>

상태에 는 듈  포 다. 또 , 본 , 당 치  는 과 에 , 가 

  실시 에 당 는  에  것 , 당 ,  에 공   단

 복  각  에  비 다.  ,  체 는,   극만   상태 어도

거 ,  또는  극  는  도 막  막  후에,  닝 여  극    상태 어도

는, 든 태가 다.

  OLED(Organic  Light  Emitting  Diode) ,   가   루미  생 는<12>

(Electroluminescence) 계 재료  포 는 층( , 계 층 고 )과, 극층과, 극층  가지고

다.  계 층  극과,  극  사 에  치 어  고,  단층  또는  층층  어  다.

체 는, 공주 층, 공 층, 층, 주 층, 층 등  계 층에 포 다. 계

층  는 층  에,  고 는 경우도 다. 계 층에  루미 에는, 단

 여 상태  상태  돌 갈  ( )과 3  여 상태  상태  돌 갈  

( )  포 다.

         과

본 , 막  도체막  결  공    어, TFT  공  복 시키지 고, 치  시<13>

   실   다.

, 들 내 과, 본  다  , 특징   첨  도  참 여 다  <14>

질 것 다.

     실시   체  내

, 본  치에 사  TFT  에  다. 도 1에, 동 에 사 는 TFT  단 도<15>

, 에 사 는 TFT  단 도  타낸다. 도  101  동 에 사 는 TFT  단 도에 당

고, 102는 에 사 는 TFT 단 도에 당 , 103  당 TFT 102에  가 공 는 

 단 도에 당 다. TFT 102, 103 는 역 태거 (보  게 트 ) TFT 다. 또 미  TFT는 p 보

다도 n 쪽 , 동도가  에 동 에 사 는  보다 지만, 본 에 는 TFT  n 어도

p 어도 어느 쪽 어도 다. 어느 쪽 극  TFT  사 는 경우 도, 동  상에 는 TFT  

 같  극  맞 어  것 , 공  억  도 직 다.

동  TFT  101 , (100)상에  게 트 극(110)과, 게 트 극(110)  고 는 게 트 연막<16>

(111)과, 게 트 연막(111)  사 에 삽 여 게 트 극(110)과 겹쳐 다, 미  도체막  

  1 도체막(112)  가지고 다. 또 , TFT 101 , 역 또는 드 역  능 는   

2 도체막(113)과,  1 도체막(112)과  2 도체막(113)  사 에 치   3 도체막(114)  가지고

다.

도 1에 는, 게 트 연막(111)  2층  연막  어 지만, 본   에 지 는다.<17>

게 트 연막(111)  단층 또는 3층 상  연막  어도 다.
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또 ,  2 도체막(113) , 비 질 도체막 또는 미  도체막  어 고, 당 도체막<18>

에  도  여 는  도 어 다. 그리고,    2 도체막(113) ,  1 도체막(11

2)  채  는 역  통   마주 보고 다.

또 ,  3 도체막(114) , 비 질 도체막 또는 미  도체막  어 고,  2 도체막<19>

(113)과 같  도  갖고, 게다가  2 도체막(113)보다도 도  낮게 는 특  가지고 다.  3

도체막(114)  LDD 역  능  에, 드 역  능 는  2 도체막(113)  단 에 집

는 계  여, 캐리어 과  막   다.  3 도체막(114)  드시 치  는 없지만,

치  TFT  내  여, 신뢰  상시킬  다. , TFT 101가 n  경우,  3 도체막

(114)   에 특  n  여 는  도 지 고도, n  도  얻   다. ,

TFT 101  n  경우, 드시  3 도체막(114)에 n   도  는 없다. 그러 , 채  

는  1 도체막에는, p  도  여 는  도 고, 극  I 에 가 도  그 도  어

 다.

또 ,    3 도체막(114)에 도 , (115)  어 다.<20>

동  TFT 102는, (100)상에  게 트 극(120)과, 게 트 극(120)  고 는 게 트 연막<21>

(111)과, 게 트 연막(111)  통  게 트 극(120)과 겹쳐 는 미  도체막    1 도

체막(122)  가지고 다. 또 , TFT 102는, 역 또는 드 역  능 는    2 도체막

(123)과,  1 도체막(122)과  2 도체막(123)  사 에   3 도체막(124)  가지고 다.

또   2 도체막(123) , 비 질 도체막 또는 미  도체막  어 고, 당 도체막에<22>

 도  여 는  도 어 다. 그리고    2 도체막(123) ,  1 도체막(122)

채  는 역  통   고 다.

또   3  도체막(124) ,  비 질 도체막 또는 미  도체막  어 고,  2  도체막<23>

(123)과 같  도  갖고, 게다가  2 도체막(123)보다도 도  낮게 는 특  가지고 다.  3

도체막(124)  LDD 역  능  에, 드 역  능 는  2 도체막(123)  단 에 집

는 계  여, 캐리어 과  막   다.  3 도체막(124)  드시 치  는 없지만,

치  TFT  내  여, 신뢰  상시킬  다. , TFT 102가 n  경우,  3 도체막

(124)   에 특  n  여 는  도 지 고도, n  도  얻   다. ,

TFT 102가 n  경우, 드시  3 도체막(124)에 n   도  는 없다. 그러 , 채  

는  1 도체막에는, p  도  여 는  도 고, 극  I 에 가 도  그 도  어

 다.

또 ,    3 도체막(124)에 도  (125)  어 다.<24>

또 , TFT 101,102   115,125  도 , 연막  루어진  1 시 막(140)   2 시<25>

막(141)  어 다. TFT 101,102  는 시 막 , 2층에 지 고, 단층 어도 고, 3층 

상  층 어도 다.  들 ,  1 시 막(140)  질 실리 ,  2 시 막(141)  산 실리

   다. 질 실리  또는 질 산 실리  시 막  , TFT 101,102가 

 또는 산   열 는 것  막   다.

그리고, (125)  쪽  엣지는, (103)  극(130)에 어 다. 또  극(130)상에<26>

계 층(131)  다. 당 계 층(131)에 극(132)  어 다. 또 , (103)는

극과 극  가지고 지만, 어느 쪽  극, 다 쪽  극  사 다.

본 에 는, 채 역  포 고 는  3 도체막 , 미  도체  어  에,<27>

비 질 도체막  사  TFT  비 여  동도  TFT  얻   고,  동   동

 에   다.

다 에, 본  치가 갖는  에  다. 도 2a에는  도   실시 ,<28>

도 2b에는 도 2a에 는  단   실시  타낸다.

도 2a  도 2b에 , 도  201  에  비 신   어   칭  TFT에 당 고,<29>

202는 (203)에   공  어   동  TFT에 당 다. 체 는, 칭  TFT

201  통  에,  비 신  에 , 동  TFT 202  드 가 어 어, 당 드
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가 (203)에 공 다. 또 , 도  204는, 칭  TFT 201  (OFF)시에 동  TFT

게 트  간 ( , 게 트 )  지   량 에 당 고, 드시 치  는 없다.

체 는, 칭  TFT 201 , 게 트 극  주사  G에 고, 역과 드 역 , 쪽  신<30>

 S에 다 쪽  동  TFT 202  게 트에 어 다. 또 , 동  TFT 202  역과 드 역 ,

쪽  원  V에, 다 쪽  (203)  극(205)에 어 다. 량 (204)가 갖는 2개  

극 , 쪽  동  TFT 202  게 트 극에, 다 쪽  원  V에 어 다.

또 , 도 2a  도 2b에 는, 칭  TFT 201  직  고, 게다가 게 트 극   복  TFT가,<31>

 1 도체막  공 고 는  가진 티게 트  어 다. 티게 트  , 칭

 TFT 201   감 시킬  다. 체 , 도 2a  도 2b에 는 칭  TFT 201  2개  TFT

가 직    가지고 지만, 3개 상  TFT가 직  고, 게다가 게 트 극   티

게 트 어도 다. 또 , 칭  TFT는, 드시 티게 트  는 없고, 게 트 극과 채

역  단  통상  싱  게 트  TFT 어도 다.

다 에, 본  치가 갖는 TFT   실시 는, 도 1, 도 2a  도 2b 는 다 다. 도 3에는, 동<32>

에 사 는 TFT  단 도 , 에 사 는 TFT  단 도  타낸다. 도  301  동 에 사

는 TFT  단 도에 당 고, 302는 에 사 는 TFT , 당 TFT 302에  가 공 는 

(303)  단 도에 당 다.

동  TFT  301   TFT  302는, (300)  상에  게 트 극(310,320)과, 게 트 극(310,<33>

320)  고 는 게 트 연막(311)과, 게 트 연막(311)  거쳐  게 트 극(310,320)과 겹쳐 다, 미

 도체막    1 도체막(312,322)  각각 가지고 다. 그리고,  1 도체막(312,322)

채 역  도 ,  연막   채 보 막(330,331)  어  다.  채 보 막(330,331) ,

TFT(301,302)  공 에 , 도체막(312,322)  채 역  식각 어 리는 것  막   치

다. 또 , TFT 301,302는, 역 또는 드 역  능 는    2 도체막(313,323)과,  1

도체막(312)과  2 도체막(313)  사 에 치   3 도체막(314,324)  각각 가지고 다.

도 3에 는, 게 트 연막(311)  2층  연막  어 지만, 본   에 지 는다.<34>

게 트 연막(311)  단층 또는 3층 상  연막  어도 다.

또 ,  2 도체막(313,323) , 비 질 도체막 또는 미  도체막  어 고,  도체막<35>

(313,323)에  도  여 는  도 어 다. 그리고,    2 도체막(313,323) , 채

 는 역  통   마주 보고 다.

또 ,  3 도체막(314,324) , 비 질 도체막 또는 미  도체막  어 고,  2 도체<36>

막(313,323)과 같  도  갖고, 게다가  2 도체막(313,323)보다도 도  낮게 는 특  가지고

다.  3 도체막(314,324)  LDD 역  능  에, 드 역  능 는  2 도체막

(313,323)  단 에 집 는 계  여, 캐리어 과  막   다.  3 도체막(314,324)  드

시 치  는 없지만, 치  TFT  내  여, 신뢰  상시킬  다. , TFT 301,302

가 n  경우,  3 도체막(314,324)   에 특  n  여 는  도 지 고도, n

도  얻   다. , TFT 301,302가 n  경우, 드시  3 도체막(314,324)에 n  

도  는 없다. 그러 , 채    1 도체막에는, p  도  여 는  도 여,

극  I 에 가 도  그 도  어  다.

또 ,    3 도체막(314,324)에 도 , (315,325)  각각 어 다.<37>

또 , TFT 301,302  (315,325)  도 , 연막  루어진  1 시 막(340)   2 시<38>

막(341)  어 다. TFT 301,302  는 시 막  2층에 지 고, 단층 어도 고, 3층 

상 어도 다.  들 ,  1 시 막(340)  질 실리 ,  2 시 막(341)  산 실리

  다. 질 실리  또는 질 산 실리  시 막  , TFT 301,302가  또는

산   열 는 것  막   다.

그리고, (325)  쪽  엣지는, (303)  극(330)에 어 다. 또 , 극(330)상<39>

에 계 층(331)  고,  그  계 층(331)  상에  극(332)  어  다.  또 ,  

(303)는 극과 극  가지고 지만, 어느 쪽  극, 다 쪽  극  사 다.
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다 에, 본  치에 사 는   타낸다.<40>

도 4에, 신  동 (6013)만  별도  고, (6011)상에  (6012)  고 는 <41>

 태  타낸다. (6012)  주사  동 (6014)는, 미  TFT  사 여 다.

미 TFT보다도  동도  얻   는 트 지  신  동  , 주사  

동 보다도  동 주 가 는 신  동  동  시킬  다. , 신  동

(6013)는, 단결  도체  사  트 지 , 다결  도체  사  TFT, 또는 SOI  사  트 지

어도 다. (6012) , 신  동 (6013) , 주사  동 (6014) , 각각 원  , 각 

신  등 , FPC(6015)  통  공 다.

, 신  동   주사  동 , 께  같  상에 여도 다.<42>

또 , 동  별도  는 경우, 드시 동 가  , 가  상에 착<43>

는 없고,  들  FPC 상에 착 도  여도 다. 도 5a에, 신  동 (6023)만  별도  

고, (6021) 상에  (6022)  주사  동 (6024)  고 는  태  타

낸다.  (6022)   주사  동 (6024)는,  미  TFT  사 여  다.  신  동

(6023)는, FPC(6025)  통  (6022)  어 다. (6022) , 신  동 (6023) , 주사

 동 (6024) , 각각 원  , 각  신  등 , FPC(6025)  통  공 다.

또 , 신  동   또는 주사  동  만 , 미  TFT  사 여  같<44>

 상에 고, 지  별도  여   도  여도 다. 도 5b에, 신

동 가 갖는 그 치(6033a) , (6032), 주사  동 (6034)  같  (6031)상에 

고, 신  동 가 갖는 시 트 지 (6033b)  별도  다  에 여 착   태

, 도 5b에 타낸다. (6032)  주사  동 (6034)는, 미  TFT  사 여 다. 신

 동 가  갖는 시 트 지 (6033b)는,  FPC(6035)  통  (6032)  어  다.  

(6032) , 신  동 (6033) , 주사  동 (6034) , 각각 원  , 각  신  등 , FPC(6035)

 통  공 다.

도 4  도 5a, 도 5b에 타낸  같 , 본  치는, 동   또는 ,  같<45>

 상에, 미  TFT  사 여   다.

, 별도    , 특별  는 것  니 , 공지  COG , 어 본 , <46>

 TAB  등  사   다. 또 , 는 치는,   가능 , 도 6에 타낸 치

지 는다. 또 , 트 러, CPU, 리 등  별도  여 도  여도 다.

, 본 에  사 는 신  동 는, 시 트 지  그 치만  갖는 태에 지<47>

는다. 시 트 지  그 치  울러, , 시 ,  폴 워 등, 다   가지고

어도 다. 또 , 시 트 지  그 치는 드시 치  는 없고,  들  시 트 지

 신에  같  신  택   는 별도   사 여도 고, 그 치 

신에 치 등  사 여도 다.

도 6a에 본  치  블 도  타낸다. 도 6a에 타낸 치는,  비  복  <48>

 갖는 (701) , 각  택 는 주사  동 (702) , 택  에  비 신   

어 는 신  동 (703)  갖는다.

도 6a에 어  신  동 (703)는, 시 트 지 (704)  그 치(705)  가지고 다. 시<49>

트 지 (704)에는, 클 신 (CLK), 타트 신 (SP)가 어 다. 클 신 (CLK)  타트 신

(SP)가 , 시 트 지 (704)에  타 신 가 생 어, 그 치(705)에 다.

또 , 그 치(705)에는, 비 신 (video signal)가 공 다. 그 치(705)는  타<50>

신 에  비 신  샘 링 여, 후단  신 에 공 다

다 에, 주사  동 (702)  에  다. 주사  동 (702)는, 시 트 지 (706) <51>

(707)  가지고 다. 또 , 경우에 는, 주사  동 (702)는, 시  가지고 어도 다.

주사  동 (702)에 어 , 시 트 지 (706)에 클 신 (CLK)  타트 신 (SP)가 

, 택신 가 생 다. 그 생  택신 는, (707)에   폭 어, 는 주사 에 공 다.

주사 에는, 1   트 지  게 트가 어 다. 그리고, 1   트 지
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 ON  지 고 는  에, (707)는 큰  리는 것  가능  것  사 다.

칼  치에 , R(빨강), G( ), B( )에 는 비 신 , 차  샘 링 여 는 신<52>

에 공 고 는 경우, 시 트 지 (704)  그 치(705)    단 가, 

그 치(705)  (701)  신    단  1/3 도에 당 다. , 그 

치(705)  (701)  같  상에 , 그 치(705)  (701)  다  상에

 경우  비 여, 별도    에 사 는 단   감 시킬  어, 량  

생  억 고,    다.

도 6b에, 도 6a 는 다  본  치  블 도  타낸다. 도 6b에 , 신  동 (713)는, 시<53>

트 지 (714), 치 A(715), 치 B(716)  가지고 다. 주사  동 (712)는, 도 6a  경우  같  

 가지고 는 것  다.

시 트 지 (714)에는, 클 신 (CLK)   타트 신 (SP)가 어 다. 클 신 (CLK)  타트<54>

신 (SP)가 , 시 트 지 (714)에  타 신 가 생 어, 첫 째 단  치 A(715)에 차

 다.  치  A(715)에  타 신 가 ,  그  타 신 에 동 여,  비 신 가 차  치

A(715)에 어 지 다. , 도 6b에 는 치 A(715)에 차  비 신  고 다고 가 지

만, 본   에 지 는다. 복  지  치 A(715)   개  그룹  눠, 각 그룹

마다 병 어 비 신  는,  동  여도 다. 또  그룹   고 

다.  들 , 4개  지마다 치  그룹  눈 경우, 4  동 다고 다.

치 A(715)  든 지  치  비 신   료 는   시간 , 간 고 <55>

다. 실 는, 상  간에 평귀 간  가  간  간에 포 는 경우가 다.

1 간  료 , 2 째 단  치 B(716)에 치신 (Latch Signal)가 공 어, 당 치신 에 동<56>

여 치 A(715)에 지 어 는 비 신 가, 치 B(716)에  어 지 다. 비 신  치

B(716)에  료   치 A(715)에는, 다시 시 트 지 (714)  타 신 에 동 여, 다  비

신   차  진다.  2 째  1 간 에는, 치 B(716)에 어, 지 어 는

비 신 가 신 에 다.

, 도 6a  도 6b에 타낸 , 본  치   실시  타낸 것에 지 지 고, 신<57>

동  주사  동   도 6a  도 6b에 도시  것  지 는다.

다 에, 본  치  체  에  다.<58>

(10)  리 또는  등  그 에, 틱 재료  사   다. 또 , (10) , , <59>

루미늄 등  재료 에 연막   것  사 여도 다.  (10)상에 게 트 극  게 트

(주사 )    도 막(11)  다.   1  도 막(11)에는  크 ,  몰리브 ,  티타늄,  탄탈,

, 루미늄 등  재료 또는 그  재료  사 다.(도 7a)

 1 도 막(11)  식각가공 여 게 트 극(12,13)  다. 게 트 극 상에는  1 도체막  층<60>

  에, 그 단 가  도  가공 는 것  직 다. 또 , 도 막(11) , 루미늄

주  는 재료  는 경우에는, 식각가공 후에 극 산 처리 등  여  연  어도

다. 또 , (도시 지 ) 공 에  게 트 극에 는 도 동시에   다.(도 7b)

 1 연막(14)과  2 연막(15) , 게 트 극(12,13)  상층에 , 게 트 연막  능시<61>

킬  다.  경우,  1 연막(14)  산 실리 막 ,  2 연막(15)  질 실리 막  는

것  직 다. 것들  연막    링    다. 특 , 낮  막

도에  게 트 누 가  치  연막   는, 곤 등  가 원  가 에

포 시 ,  연막 에 시 도 다.

그리고, 러   1   2 연막상에,  1 도체막(16)  다.  1 도체막(16) , 비 질과 결<62>

(단결 , 다결  포 다)  간  도체  포 는 막  다.  도체는,  에

지    3 상태  갖는 도체 고, 단거리 질  갖고 격 곡  갖는 결 질  것 , 그 경

 0.5∼20nm  여  비단결  도체 에 산시  재시키는 것  가능 다. 또 , 미결 ( 링 본

드)    또는 겐  어도 1원 % 또는 그 상 게 고 다. 여 는, 편 상, 

러  도체  미  도체(SAS) 고 다. 또 , 헬 , 곤, 크립 ,  등  가 원  
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여 격 곡  욱 진시킴   늘어  SAS  얻   다. 러  SAS 도체에 

,  들 , 미 특허4,409,134 에 개시 어 다.(도 7c)

 SAS는 규  체  (grow discharge) 여 얻   다.  규  체 는, SiH4<63>

, 그 에도 Si2H6, SiH2C12, SiHCl3, SiCl4, SiF4 등  사   다.  규  체  ,  헬

, 곤, 크립 ,  택   또는 복  가 원  여 사  SAS  

게   다.  10 ∼1000  에  규  체  는 것  직 다. , 

에   막  생  감 에  지만,   개략  0.1  Pa∼133  Pa  에  

다.    , 1 MHz∼120 MHz, 직 게는 13 MHz∼60 MHz  고주  공

 다. 가열 도는 300℃ 가 직 고, 100∼200℃  가열 도가 욱 직 다.

또 , 규  체 에, CH4, C2H6등  탄 체, GeH4, GeF4 등  게 마늄  체  시키고, 에 지 드<64>

폭  1.5∼2.4eV, 또는 0.9∼1.1eV  여도 다.

또 , SAS는, 가  어    원  도  도 지  에  n  도<65>

 타내  에, TFT  채 역  치 는  1 도체막에 는, p  여 는 원 ,

 막 과 께,  막 후에 도 , 계치 어  는 것  가능 진다. p  여 는 

 원 는, 는 비 , B2H6, BF3 등  체  1ppm∼1000ppm  비  규  체에 

시 도 다. 그리고,  도 ,  들 , 1×10
14
∼6×10

16
 atoms/cm

3
 여도 다.

다 에, 도 8a에 타낸  같 ,  2 도체막(17)  다.  2 도체막(17) , 가 어  <66>

  원  도  도 지 고  것 ,  1 도체막(16)과 마찬가지  SAS  는

것  직 다.   2 도체막(17) ,   드  는  도  갖는  3 도체막(18)과

 1 도체막(16)  사 에 , 층   가지고 다. ,  n  도

갖고  1 도체막(16)에 여, 동  도   도  갖는  3 도체막(18)  는 경우에는

드시 지 다. 계치 어   , p  여 는 원  도 는 경우에는,  2 

도체막(17)  단계   도  변 시키는 과  갖고,  게 는 에 어  

직  실시 가 다. ,  TFT에 는, 채 역과  또는 드 역  사 에 는 도

역(LDD 역)  능  갖게 는 것  가능 진다.

 도  갖는  3 도체막(18)  n채  TFT  는 경우에는,  원   도<67>

 고, 규  체에 PH3 등  체  가  다.  도  갖는  3 도체막(18) , 가

어가 어 는 것  거 , SAS  같  도체, 비 질 도체, 또는 미결 도체   것 다.

상,  1 연막(14)   도  갖는  3 도체막(18) 지는 에 시키지 고 는<68>

것  가능 다. ,  또는 에 는 염  원 에 염 지 고 각 층계  

   에, TFT 특  격차  감   다.

다 에, 포 지 트  사 여 마 크(19)  고,  1 도체막(16),  2 도체막(17),  도<69>

갖는  3 도체막(18)  식각 여  상  리 다.(도 8b)

그 후,   드 에 는     2 도 막(20)  다.  2 도 층(20)  루<70>

미늄, 또는 루미늄  주  는 도 재료  지만, 도체막과 는 쪽  층  티타늄, 탄탈,

몰리브 , , 리 또는 것들  원  질   층  여도 다.  들 , 1 째층

Ta 고 2 째층  W, 1 째층  TaN 고 2 째층  Al, 1 째층  TaN 고 2 째층  Cu, 1 째층  Ti 고 2

째층  Al 고 3 째층  Ti 고  도 생각   다. 또  1 째층과 2 째층  어느 쪽에 AgPdCu 

 사 여도 다. W, Al과 Si  (Al-Si), TiN  차  층  3층  여도 다. W 신에 질

 사 여도 고, Al  Si  (Al-Si)  신에 Al  Ti  막(Al-Ti막)  사 여도 고,

TiN 신에 Ti  사 여도 다. 루미늄에는 내열  상시키   티타늄, 실리 , 칸듐, 듐,

리 등  원  0.5∼5원 % 도 시 도 다.(도 8c)

다 에, 마 크(21)  다. 마 크(21)는   드 과 는    <71>

마 크 , 동시에  도  갖는  3 도체막(18)  거 여 채 역    식각 마 크

 병 는 것 다. 루미늄 또는 것  주  는 도 막  식각  BCl3, Cl2  등  염  체
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사 여 여도 다.  식각가공  (23∼26)  다. 또 , 채 역    식각

에는 SF6, NF3, CF4 등  루  체  사 여 식각  지만,  경우에는 막  는  1 도

체막(16)과  식각 택비  차 가 거  없 므 , 처리시간   여 게 다. 상과 같  

여, 채  에치  TFT     다.(도 9a)

다 에, 채 역  보     3 연막(27) , 질 실리 막  다.  질 실리 막<72>

 링   가능 지만, 에 는 , ,  등  염

 침  막   치  막  다. ,  3 연막(27)에 질 실리 막  사 ,

 1 도체막(16)  산 도  5×10
19
atoms/cm

3
, 직 게는 1×10

19
 atoms/cm

3
   다. 

에 , 실리  타  여 , 질  곤 등  가 원  시킨 링 가  고주  

링  질 실리 막에 , 막  가 원  포 시킴  치 가 진 게 다. 또 , 

에 도, 규  체  곤 등  규 체  100 ∼500  여  질 실리 막 , 100℃ 

 에 도 치  막  가능 여 직 다. 또 ,  경우,  4 연막(28)  산 실리 막

 층 여도 다.  3 연막(27)과  4 연막(28)  시 막에 당 다.

 3 연막(27)   4 연막(28)상에는, 직  태  평탄 막   5 연막(29)  다. 평탄<73>

막 , 크릴, 폴리 미드, 폴리 미드 등  지, 또는 실 산계 재료  재료   Si-O 결

과 Si-CHx 결  포 는 연막  는 것  직 다. 것들  재료는  는 것 , 

 침    막는 벽막   6 연막(30)  는 것  직 다.  6 연막(30)에 는

상   같  질 실리 막  사 여도 다.(도 9b)

극(31) ,  6 연막(30),  5 연막(29),  3 연막(27)   4 연막(28)에 택  <74>

후에 다.(도 9c)

상과 같  여  채 에치  TFT는, SAS  채 역   2∼10cm
2
/Vsec  계 과 <75>

동도  얻   다. ,  TFT   칭  , 또 , 주사 (게 트 )측  동  

는    다.

러 ,  칭  주사 측  동  동  TFT에  , 게 트 극  마 크, <76>

도체 역  마 크,  마 크, 택   마 크, 극  마 크  계 5  마

크    다.

도 9c에 는  TFT가 n  에, 극(31) , 극  사 는 것  직 지만,  p<77>

 경우는 극  사 는 것  직 다. 체 는, 가  공지  재료,  들 , Ca, Al,

CaF, MgAg, AlLi 등  사   다.

다 에, 도 10a에 타낸  같 ,  6 연막(30)상에, 지막, 연막 또는 폴리실 산  사<78>

여  크(33)  다. 크(33)는 개  가지고 고, 당 개 에  극(31)  

어 다. 다 에, 도 10b에 타낸  같 , 크(33)  개 에  극(31)과 도 , 계 층

(34)  다.  계 층(34) ,  단 층  어도,  층층  층 도  어도  어느쪽

다. 층층  어 는 경우, 극  사  극(31)상에, 주 층, 층, 층, 

공 층, 공주 층  차  층 다.

그리고, 계 층(34)  도 , 극  사  극(35)  다. 극(35) , ITO, IZO, ITSO<79>

에, 산 듐에 2∼20%  산 연(ZnO)   도 막  사   다. 극(35)  상  

도 막 에, 질 티타늄막 또는 티타늄막  사 여도 다. 극(35) , 그  평탄 도 , CMP

, 폴리비닐 계  다공질체  여, 연마 여도 다. 또 , CMP  사  연마후에, 극(35)

 에 UV 사 또는 산 마처리  여도 다. (36)는, 극(31), 계 층(34) 

극(35)   첩  다.

, 실 는, 도 10b에 도시  공  료  후, 에 지 도   고, 탈가 가  보<80>

 ( 미 트 , 경 지  등)  커 재  키징 는 것  직 다.

, 도 7∼도 10c는, 도 1에 타낸  갖는 TFT  에  타내었지만, 도 3에 타낸 <81>

 갖는 TFT도 마찬가지    다. 그러 , 도 3에 타낸 TFT  경우는, 게 트 극(310,320)에 첩

시 , SAS    1 도체막(312,322)상에 채 보 막(330, 331)  는 에 , 도 7a∼도 10c  다
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다.

또 , 도 1과 도 3에 는,  3 연막(  1 시 막)   4 연막(  2 시 막)에 택  <82>

 후,  극  여,  크   것 다.  크는,  크릴,  폴리 미드,  폴리 미드  등

지, 또는 실 산계 재료  재료   Si-O 결 과 Si-CHx 결  포 는 연막  

 고, 특  감  재료  사 여, 극상에 개  고, 그 개  측벽 , 연  곡

경  갖는 경사  도  는 것  직 다.

[실시  1]<83>

본 에  사   는 미  TFT는, n  p  어느쪽 도 다. 미  TFT는 p 보<84>

다도 n 쪽 , 동도가 고, 치  에 사 는  보다 다. 본 에 는, 동  TFT가 n

 경우   들어,  단 에  다.

도 11b에, 동  TFT 7001  n , (7002)  생 는 빛  극(7005)측  빠지는 경우<85>

 단 도  타낸다. 도 11a  도 11b에 는, (7002)  극(7003)과 동  TFT 7001  

 어 고, 극(7003)상에 계 층(7004)  극(7005)  차  층 어 다. 극(7003)

가 고, 게다가 빛  사 는 도 막  공지  재료  사   다.  들 , Ca,  Al,  CaF,

MgAg, AlLi 등  직 다. 그리고, 계 층(7004) , 단층  어도, 층층  층 도  

어도 어느쪽  다. 층층  어 는 경우, 극(7003)상에 주 층, 층, 층, 공

층, 공주 층  차  층 다. 극(7005)  빛  과 는 도 막  사 여 고,  들

 ITO, IZO 또는 ITSO 에, 산 듐에 2∼20%  산 연(ZnO)   도 막  사   다.

극(7003), 계 층(7004)  극(7005)  첩 역  (7002)에 당 다. 도 11b에 타낸 <86>

 경우, (7002)  생 는 빛 , 웃  살  타낸  같  극(7005)측  빠진다.

도 11d에, 동  TFT 7011  n , (7012)  생 는 빛  극(7013)측  빠지는 경우<87>

 단 도  타낸다. 도 11c  도 11d에 는, 동  TFT 7011과   도 막(7017)상

에, (7012)  극(7013)  막 어 고, 극(7013)상에 계 층(7014), 극(7015)  차

층 어 다. 그리고, 극(7015)  도  빛  사 또는 차폐   차폐막(7016)  막 어 다.

극(7013) , 도 11a  도 11b  경우  마찬가지 , 가  도 막  공지  재료  사   

다. 그러 , 그 막 께는, 빛  과 는 도( 직 게는, 5nm∼30nm 도)  다.  들 , 20nm  막

께  갖는 Al , 극(7013)  사   다. 그리고, 계 층(7014) , 도 11a  도 11b  경우

마찬가지 , 단층  어도, 층층  층 도  어도  어느쪽  다. 극(7015)  빛  과

 는 없지만, 도 11a과 마찬가지 , 도 막  사 여   다. 그리고, 차폐막(7016) , 

 들  빛  사 는  등  사   지만, 막  지 는다.  들 , 색 료  첨

가  지 등  사  도 다.

극(7013)과, 계 층(7014)과, 극(7015)  겹쳐 는  (7012)에 당 다. 도 11b에 타<88>

낸  경우, (7012)  생 는 빛 , 웃  살  타낸  같  극(7013)측

빠진다.

다 에, 도 11f  참 여, 동  TFT 7021  n , (7022)  생 는 빛  극(7025)측과<89>

극(7023)측  쪽  빠지는 경우   단 도  타낸다. 도 11e  도 11f에 는, 동  TFT

7021과   도 막(7027)상에, (7022)  극(7023)  막 어 고, 극(702

3)상에 계 층(7024), 극(7025)  차  층 어 다. 극(7023) , 도 11a  도 11b  경우  마찬

가지 , 가  도 막  공지  재료  사   다. 그러 , 극(7023) , 빛  과   는

께  갖는다.  들 , 20nm  막 께  갖는 Al , 극(7023)  사   다. 그리고, 계 층

(7024) , 도 11a  도 11b  경우  마찬가지 , 단층  어도, 층층  층 도  어도 어느

쪽  다. 극(7025) , 도 11b  경우  마찬가지 , 도 막  사 여   다.

극(7023)과, 계 층(7024)과, 극(7025)  겹쳐 는  (7022)에 당 다. 도 11f에 타<90>

낸  경우, (7022)에  생 는 빛 , 웃  살  타낸  같 , 극(7024)측과 

극(7023)측  쪽  빠진다.

또 본 에 는, 동  TFT과 가  어 는  타내었지만, 동  TFT과 <91>
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 사 에 어  TFT  어 는 어도 다.

, 도 11a∼도 11f에 타낸 든 에 어 ,  도  보 막  여도 다. 보 막<92>

 또는 산  등   열  진시키는 원  는 질 , 다  연막과 비 여 과시키

어 운 막  사 다. 는,  들 , DLC막, 질 탄 막, RF 링   질 실리 막

등  사 는 것  직 다. 또 , 상   또는 산  등  질  과시키  어 운 막과, 막에 비

여  또는 산  등  질  과시키  운 막  층시 , 보 막  사 는 것도 가능 다.

또 , 도 11d  도 11f에 , 극측  빛   는, 극  막 께  게 는  에,<93>

Li  도  가 게  ITO  사 는 도 다.

또 본  치는, 도 11a  내지 도 11f에 타낸 에 는 것  니 , 본   사상<94>

에 근거 는 각  변  가능 다.

[실시  2]<95>

본 에 는, 본  치가 갖는 미  TFT  사   변 에  다.<96>

도 12a에, 본 실시    실시  타낸다. 도 12a에 타낸 는, (901) , 에  비<97>

신   어   칭  사 는 칭  TFT 902 , (901)에 는 

치  어 는 동  TFT 903과, (901)에   공   택   어  TFT 904

 가지고 다. 또 , 본 실시  같 , 비 신   지   량 (905)  에 치

여도 다.

칭  TFT 902, 동  TFT 903  어  TFT 904는, n 어도 p 어도 어느쪽  지만,  같<98>

 극  가진다. 그리고 동  TFT 903  포 역에  동 시키고, 어  TFT 904  역에  동

시킨다.

또 , 동  TFT 903  는 폭보다 고, 어  TFT 904   폭과 동 게 거  그것보다 짧<99>

도 다. 보다 직 게는, 동  TFT 903  폭에   비가 5 상   다. , 동

 TFT 903  특  차 에 는, 간  (901)  도  격차   억   다. 또 , 

동  TFT  채  L1,  채 폭  W1,  어  TFT  채  L2,  채 폭  W2  ,

L1/W1:L2/W2=X:1  , X는 5 상 6000  는 것  직 다.  들 , X=6000  경우, L1/W1=500

㎛/3㎛, L2/W2=3㎛/100㎛  는 것  직 다.

칭  TFT 902  게 트 극 , 주사  G에 어 다. 칭  TFT 902   드 , 쪽  신<100>

 S에, 또  쪽  어  TFT 904  게 트 극에 어 다. 동  TFT 903  게 트 극   2

원  Vb에 어 다. 그리고 동  TFT 903  어  TFT 904는,  1 원  Va  공 는

가, 동  TFT 903  어  TFT 904  드  (901)에 공 도 ,  1 원  Va

 (901)  어  다.  본  실시 에 는,  어  TFT  904  가   1  원  Va에

고, 동  TFT 903  드  (901)  극에 다.

또 동  TFT 903    1 원  Va에 고, 어  TFT 904  드  (901)  <101>

극에 여도 다.

(901)는 극과 극 사 , 극과 극  사 에 삽  계 층  루어진다. 도 12a에 도시<102>

것처럼, 극  동  TFT  903과 고 는 경우, 극  극, 극  극  다. 

(901)  극과   1  원  Va는,  (901)에  어   가  공 도  차

갖는다. (901)  극 , 보 극 W  어 다.

량 (905)가 갖는 2개  극 , 쪽   1 원  Va에 어 고, 또  쪽  어  TFT 904<103>

 게 트 극에 어 다. 량 (905)는 칭  TFT(902)가 비 택상태( 상태)에  , 량

(905)  극간  차  지   치 다. 또 도 12a에 는 량 (905)  치 는 

타내었지만, 도 12a에 타낸 는  에 지 고, 량 (905)  치 지   

여도 다.

도 12a에 는 동  TFT  903   어  TFT  904  n  고, 동  TFT 903  드 과 <104>

(901)  극  다. , 동  TFT 903  어  TFT 904  p  , 동  TFT 903
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 (901)  극  다.   경우,  (901)  극  극,  극  극

다.

다 에, 도 12b에는,  도 12a에 타낸 에,  어  TFT  904  강    TFT( 거<105>

TFT) 906  치   도  타낸다. 또, 도 12b에 는, 도 12a에  미  에 는, 같

  착 여 타낸다. 또  1 주사 ,  2 주사 과 별  , Ga  타내고,  2 주사

 Gb  타낸다. 거  TFT 906 , 게 트 극   2 주사  Gb에 어 고,  드 , 쪽

어  TFT 904  게 트 극에, 다 쪽   1 원  Va에 어 다. 거  TFT 906  n 어도 p

어도 어느쪽  지만, 내  다  TFT과 같  극  가진다.

다 에, 도 12c에는, 도 12a에 타낸 에 어 , 동  TFT 903  게 트 극 ,  2 주사  Gb에 <106>

는  도  타낸다. 또 도 12c에 는, 도 12a에  미  에 는, 같   착

여 타낸다. 도 12c에 타낸  같 , 동  TFT 903  게 트 극에 공 는  변경 , 

(901)   강  료시킬  다.

다 에, 도 12d에는, 도 12c에 타낸 에 어 , 어  TFT 904  강    TFT(<107>

거  TFT) 906  치   도  타낸다. 또 도 12d에 는, 도 12a∼도 12d  도 12c에  미 

 에 는, 같   착 여 타낸다. 거  TFT 906 , 게 트 극   2 주사  Gb에 

어 고,  드 , 쪽  어  TFT 904  게 트 극에, 다 쪽  원  V에 어 다.

거  TFT 906  n 어도 p 어도 어느쪽 어도 지만, 내  다  TFT과 같  극  가진다.

다 에, 도 12e에는, 어  TFT  치 지    타낸다. 도 12e에 , 도  911  <108>

, 912는 칭  TFT, 913  동  TFT, 915는 량 , 916  거  TFT에 당 다. 칭  TFT

912는, 게 트 극   1 주사  Ga에 어 고,  드 , 쪽  신  S에, 다 쪽  동

TFT 913  게 트 극에 어 다. 동  TFT 913 , 가 원  V에, 드   911  

극에 어 다.  911  극  보 극 W에 어 다. 거  TFT 916 , 게 트 극

  2 주사  Gb에,  드 , 쪽  동  TFT 913  게 트 극에, 다 쪽  원  V에 어

다.

, 본  치가 갖는  , 본 에  타낸 에 지 는다.<109>

[실시  3]<110>

본 에 는, 본  치가 갖는 미  TFT   실시 에  다.<111>

도 13a에 본 실시  미  TFT  평 도 , 도 13b에 도 13a  A-A'  단 도  타낸다. 도<112>

1301 , 그 가 게 트 극  능 는 게 트 , 게 트 연막(1302)  통  미  도

체    1 도체막(1303)과 겹쳐 다. 또 ,  1 도체막(1303)과 도 , LDD 역  능

는  2 도체막(1304a, 1304b)  어 고,  2 도체막(1304a, 1304b)에 도 ,  도  갖는

 3  도체막(1305a,  1305b)  어 다.  또 ,  도  1306,  1307  각각 ,   3  도체막(1305a,

1305b) 상에  에 당 다.

도 13a  도 13b에 타낸 미  TFT에 ,  3 도체막 1305a   3 도체막 1305b  간격  <113>

게 ,  채  게 지   다.  또 ,   3  도체막 1305b  엣지   3  도체막

1305a  러싸도  웃 , 채 역  드 역측에 , 계가 집 는 것    

다. 또 , 채 에  채 폭  비  게    에,    다.

[실시  4]<114>

본  에 는,  극   동  미  TFT  사 ,  시 트  지   실시 에  <115>

다. 도 14a에는, 본  시 트 지   타낸다. 도 14a에 타낸 시 트 지 는,  1

클 신  CLK,   2  클 신  CLKb,  타트  신  SP  사 여  동 다.  도  1401

, 그 체   도 14b에 타낸다.

 (1401)는, TFT 801∼806과, 량 (807)  갖는다. TFT 801 , 게 트가 드 2에, 가 TFT<116>

805  게 트에 어 고, 드 에  Vdd가 주어  다. TFT 802는, 게 트가 TFT 806  게 트에,

드  TFT 805  게 트에 어 고, 에  Vss가 주어  다. TFT 803 , 게 트가 드 3에,

가 TFT 806  게 트에 어 고, 드 에  Vdd가 주어  다. TFT 804는, 게 트가 드 2에,
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드  TFT 805  게 트에 어 고, 에  Vss가 주어  다. TFT 805는, 게 트가 량

(807)  쪽  극에, 드  드 1에, 가 량  807  다 쪽  극  드 4에 어 다.

또 , TFT 806 , 게 트가 량  807  쪽  극에, 드  드 4에 어 고, 에  Vss

가 주어  다.

다 에, 도 14b에 타낸 (1401)  동 에  다. 그러 , CLK, CLKb, SP는 H  <117>

Vdd, L   Vss  고, 또 ,  간단    Vss=0 고 가 다.

SP가 H  , TFT 801    에, TFT 805  게 트  가 가 다. 그리고, <118>

는, TFT 805  게 트  가 Vdd-Vth(Vth는 TFT 801∼806  계치  다)가 마 , TFT 801  

여, 상태가 다. 편, SP가 H   TFT 804가   에, TFT 802,806  게 트  

는 강 여, 는 Vss가 고, TFT 802,806는 가 다. TFT 803  게 트는,  L  어

어, 다.

다 에,  SP는  L   고,  TFT  801,804가  여,  TFT  805  게 트  가  Vdd-Vth  지 다.<119>

여 , TFT 805  게 트· 간  그 계치 Vth  상 , TFT 805가 다.

다 에, 드 1에 주어진 CLK가 L  H  변 , TFT 805가 고  에, TFT 805  <120>

 가 가 게 다. 그리고, TFT 805  게 트  간에는 량 (807)에  량결  재 고

 에, 드 4  상승에 , 상태  어 는 TFT 805  게 트  가 다시 상승 다. 

는, TFT 805  게 트  는, Vdd+Vth보다도 , 드 4  는 Vdd  같게 다. 그리고, 상

 동  2 째 단 후  (1401)에  마찬가지  여 , 차  가 다.

[실시  5]<121>

본 에 는, 본  치   실시 에 당 는  에 , 도 15a  도 15b  참 여<122>

다. 도 15a는,  1 상에  미  TFT  ,  2 과  사 에 재에

   평 도 고, 도 15b는 도 15a  A-A'  단 도에 당 다.

 1 (4001)상에 치  (4002) , 주사  동 (4004)  러싸도  여, 재(4005)가 치<123>

다.  또 ,  (4002) ,  주사  동 (4004)  에   2  (4006)  치 다.  ,  

(4002)  주사  동 (4004)는,   1  (4001),  재(4005)    2  (4006)에 ,  재

(4007)  께 어 다. 또 ,  1 (4001)상  재(4005)에  러싸여 는 역과는 다

역에, 별도  비  상에 다결  도체막   신  동 (4003)가 실 어 다. ,

본 에 는, 다결 도체막  사  TFT  갖는 신  동 ,  1 (4001)에 착시킨 에 

 지만, 단결 도체  사  트 지  신  동  여, 착 도  여도 다.

도 15b에 는, 신  동 (4003)에 포  다결 도체막   TFT 4009  타낸다.

또   1 (4001)상에 치  (4002)  주사  동 (4004)는, 복  TFT  가지고 다. 도 15b<124>

에 는, (4002)에 포 는 TFT(4010)  시 고 다. 본 에 는, TFT 4010  동  TFT 고 가

지만, TFT 4010  어  TFT 어도 고, 거  TFT 어도 다. TFT 4010  미  도체  사

 TFT에 당 다.

또 , 도  4011  에 당 고, (4011)가 갖는 극 , TFT 4010  드 과, <125>

(4017)  통   어  다.  그리고,  본  에 는,  (4011)  극과  도 막

(4012)   어 다. , (4011)  , 본 에 타낸 에 지 는다.

(4011)  는 빛  , TFT 4010  극  등에  (4011)   

꿀  다.

또 , (도 15b에 미도시 ) 별도   신  동 (4003) , 주사  동 (4004) 또는 (400<126>

2)에 공 는 각  신   는,   4014  4015  통 , 단 (4016)  공 고 다.

본 에 는, 단 (4016)가, (4011)가 갖는 극과 같  도 막  어 다. 또 , <127>

 (4014) ,  (4017)  는  사  도 막  어 다. 또   (4015) ,  TFT

4010  갖는 게 트 극  는  사  도 막  어 다.

단 (4016)는, FPC(4018)  갖는 단 ,  도 막(4019)  통   어 다.<128>
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 1 (4001)   2 (4006) 는, 리, ( 는 ), 믹 또는 틱<129>

사   다. 틱 는, FLRP(Fiberglass-Reinforced Plastics) , PVF(폴리비닐 루 드) 

, 마 러 , 폴리에   또는 크릴 지  사   다. 또 , 루미늄  PVF  또

는 마 러  삽   시 트  사  도 다.

그러 , (4011)에  생  빛  는 , 과 어  다.  경우에는, 리 , 틱<130>

, 폴리에   또는 크릴 과 같   갖는 재료  사 다.

또 , 재(4007) 는 질  곤 등   체 에, 경 지 또는 열경 지  사  <131>

고, PVC(폴리비닐클 드), 크릴, 폴리 미드, 에폭시 지, 실리 지, PVB(폴리비닐 티 ) 또는 EVA

(에틸  비닐 트)  사   다. 본 에 는 재  질  사 다.

도 15a  도 15b는, 신  동 (4003)  별도  고,  1 (4001)에 실 고 는  타내<132>

었지만, 본 는  에 지 는다. 주사  동  별도  여 실 여도 고, 신  

동   또는 주사  동  만  별도  여 실 여도 다.

본 는, 다  에 재  과 여 실시 는 것  가능 다.<133>

[실시  6]<134>

 사  치는 다. , 그 치는 시감도가 뛰어 고, 시 각  다. <135>

, 여러 가지  시 에 사   다.

본  치  사  , 비 카 , 지  카 , 고  (헤드마운트 <136>

), 비게  시 , 재생 치(카 , 트 등), 탑(laptop) 컴퓨 , 게 ,

보단말(  컴퓨 , ,  게  또는  등), 매체( 체 는, DVD  등)

비  상재생 시  들  다. 특    경우, 경사 에   보는 가 많 ,

시 각  가 시  에, 치  사 는 것  직 다. 또 , 본 에 는, 도체막

막  후에 결  공   가 없 므 , 비   가  에, 10∼50 치

  사  에 단  다. 러   체  도 16a 내지 도 16c에 타낸다.

도 16a는 시 치 , 우징(2001), 지지 (2002), 시 (2003), 커 (2004), 비  단 (2005) 등<137>

 포 다. 본  치  시 (2003)에 사 , 본  시 치가 다. 치는

 에 트가 지 고, 보다도  시    다. , 시

치는,  컴퓨 , TV 신 , 고 시  등  든 보 시  시 치가 포 다.

도 16b는 탑 컴퓨 , 본체(2201), 우징(2202), 시 (2203), 키보드(2204), 포트(2205),<138>

포  마우 (2206) 등  포 다. 본  치  시 (2203)에 사 , 본  탑 

컴퓨 가 다.

도 16c는 매체  비   상재생 치( 체 는, DVD 재생 치) , 본체(2401), 우징(2402),<139>

시  A(2403), 시  B(2404), 매체(DVD 등) 독 (2405), 키(2406), 커 (2407) 등  포

다. 시  A(2403)는 주  상 보  시 고, 시  B(2404)는 주  보  시 다. , 매체

 비  상재생 치에는 가  게  등도 포 다. 본   치  시  A(2403)  시

B(2404)에 사 , 본  상재생 치가 다.

또 , 치는 고 는   비  에,  매우 어지도  보  시 는<140>

것  직 다. , 보단말, 특   재생 치  같  보  주  는 시 에

치  사 는 경우에는, 비  경  여  보  에  도  동 는

것  직 다.

상과 같 , 본  는 매우 고, 든  에 사 는 것  가능 다. 또 , 본 <141>

 는,  1∼4에 타낸  과 결 어 사 여도 다.

본  첨  도  참 여 상  들에  지만, 당업 는 여러 가지 변   변   것<142>

는 것     것 다. 그러므 , 상  같  변   변경  후  본   

어 지 , 그들  여 에 포 다는 것   다.
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도  간단  

도 1  본  치  단 도,<143>

도 2는 본  치에   도  단 도,<144>

도 3  본  치  단 도,<145>

도 4는 본  치에    실시  도시  도 ,<146>

도 5는 본  치에    실시  도시  도 ,<147>

도 6  본  치   타낸 블 도,<148>

도 7  본  치  공  도시  도 ,<149>

도 8  본  치  공  도시  도 ,<150>

도 9는 본  치  공  도시  도 ,<151>

도 10  본  치  공  도시  도 ,<152>

도 11  본  치에   단 도,<153>

도 12는 본  치에   도,<154>

도 13  본  치에  미  TFT   실시  도시  도 ,<155>

도 14는 본  치에 사  시 트 지   실시  도시  도 ,<156>

도 15는 본  치  평 도  단 도,<157>

도 16  본  치  사   도 .<158>

*도  주  에   *<159>

100 : 101,102 : TFT<160>

110 : 게 트 극 111 : 게 트 연막<161>

112 :  1 도체막 113 :  2 도체막<162>

114 :  3 도체막<163>
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도

    도 1
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    도 2
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    도 3

    도 4
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    도 5

    도 6
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    도 7

    도 8
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    도 9

    도 10
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    도 11
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    도 12
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    도 13

    도 14
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    도 15
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    도 16
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